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STM32MP1 1) = RIZEhHTHEWMEE T,

S-3S IL—IHABERATELRWNEES. DBL—IILEZREILTH& 52 (828, S-1.55 % L) LA
T ERATIDLENHYET, S-1SHHE—DBIRIRTHIHE. BT AV FITESET
BT BIRENHYET,

+ DDR3E&XUDDR3L Tlk, 2 2M 16 Ey F DDR3/3L TI7 54/ - kA RASHAFEREIN DD
T FUR—=—FTTRTONA MIRLERIEZEALGWVT, R¥D DDR3/3L D/ MZLL
TOIL—ILZ—#IZERL., 2&BE® DDR3/3L M/ A FIZRIL K IL—ILE—#IERLTLKE
T,

-  DQE7IZDQM » 5 DQS_N/DQS_P £ T +/-40 mil (1.016 mm)

- DQS_N/DQS P MEEIE. CLK_N/CLK P DR & &Y 0~590 mil (14.986 mm) %< ¥ 3
WHENHYET (CLK_N/CLK P [FRILELNNZ—2TRITAIER Y FHA),

- 2%HE®DDR3BL M/ FOEE(E 1 FED DDR3BL D/ FORSELEB LT, &K
1300 mil (33.02mm) T

e LPDDR2 #& U LPDDR3 IZlE, RA Y bY—RA 2 b bARODHFEREINDIDT, &/31 +

[CUTOL—ILEBERLES,

-  DQE7IZDQM » 5 DQS_N/DQS_P £ T +/-40 mil (1.016 mm)

- DQS_N/DQS_P MEEIE. CLK_N/CLK P DEE &Y 0~590 mil (14.986 mm) %< ¥ 3
WENHYFET (CLKN/CLK P FRILELVZ—UTHRITAIEGEY FHA),

NE—=2DORE = YTANL—MORE +ETORE + BRONZ—V K

3

AN5122 Rev 1 [English Rev 3]




AN5122 AEYUDLATI FIL—IL

_NE—VOEE N+ NE—VDEE P
2

EZH/NZ—>20OKE (DSQS_N/DQS_P)

- ES0IERF. BGA 77277 b, BLULA T FOHIZDONTIE, ST DSRFBEFEE
ITBBL TS,

6.2 16 EYRAEYLA VB TT—RADT—R2EBIL—I
LUTFD 2/ FZh=2T2 20BRER /" HILEEEIIL—THHYET,
*  Byte0 = DQ[7:0]. DQMO, DQS0_N, # & U DQS0_P
+  Byte1=DQ[15:8]. DQM1, DQS1_N. #&L U DQS1_P

120 16 Ew k DDR3/3L F1z[Z LPDDR2/3 Tl&., UTDIL—ILABEAD/AA FBRINET,

+  DQ ZE71£DQM H» 5 DQS_N/DQS_P £ T +/-40 mil (1.016 mm)

« DQS_N/DQS_P ME&IE. CLK_N/CLK_P OE &Y 0~590 mil (14.986 mm) @< T HHE
BHYFET (CLKNCLK P IERHELVFI—2UTRIFRIEHEY EEA),

TSANA-+ROSDH 2 DM 8 By + DDR3I/BL TlE, LLFDIL—ILENA R0 EX4 F1I12EA

L. NMPODIRA—2RENAMI M1 ONFI—VRIEEAILTIEGWI EEZHREL TS,

+  DQ/DQM » 5 DQS_N/DQS_P E T +/- 40 mil (1.016 mm)

« DQS N/DQS P MEEIE, CLK N/ICLK P DE&E &Y 0~590 mil (14.986 mm) &< T2 HE
NHYET (CLKN/CLK P IFmERLVNE—VTRITRIERY EHA),

s NAP1DORTZENAFODRS ELBE LGS, &K 1300 mil (33.02mm) FT

6.3 7 FLRABLUHIE (AIC) EEDIL—IL

DT IL—TIZIFRDESHEENET,
- DDR3/3L M54 . A[15:0]. BA[2:0]. RASN. CASN. WEN. CSN. CKE. ODT. CLK_N. CLK_P
«  LPDDR2/3 Mig&. A[9:0]. CSN. CKE. CLK_N. CLK_P

AICEBIZIE. UTOHRHIL—ILZ2ERTILELAHYET,

o AFEUYFTINAZRAD AIC DERHRICIEPCB DETEEZERT IHELAHY EFT, REEIX. AE
JF vy TADERE (RE2T) &£ ACNHARDOKXEARIZFHEIATLED,

o HHRELFRY. RIKRR S-3S HEEIL—ILEERALET,
M-, EVWETEEE BGA EvFDFIHDIEH, ESERAAEYF Y TEIF
STM32MP1 1) —RIZEHHTEWNMEE TT,
SIS IL—ILBNEATERWMEES., PBIIL—ILEZHELETSELSIC (828, S155 1 E) LA
TOERATIDLELRDYET, S-1SHM—DERBETHIBE. BT AV MITESET
BT HIRELRHYZET,

3

AN5122 Rev 1 [English Rev 3] 25/29




AEYDLAT 2 FIL—IL AN5122

ZE{IL—I
ACDEZIFZCLK NICLK POEZ &Y H 0~40mil (1.016 mm) EL T E2HENHY ET,

CLK_N/CLK_P OJARE 472 4 > F (12cm)

NE=2DRE = YTANL—MORE +ET7ORE + BRONEZ—V R

£B/15— ORE (CLKNCLK p) = NZ=Z RS NI NI—2 RSP

DDR3/3L [CEAEINZ 754 /81 - RO D DIHA -
1 & B ® DDR3/3L M A/C. CLK_N/CLK_P W& &(%. 2 B ® DDR3/3L M A/C. CLK_N/CLK_P
DRI EHBELT, &KX 1300 mil (33.02mm) T

EBDIEF. BGA 77 V7O b, BLULA T LDOFIZDWNTIX, ST DSBRETEFICSHE
LTLEELY,

6.4 ZQ E&

COESIE. R oEERRETONEI—UNRTEELLETRCLGEEESITLLITY T EIREN
HUYET, /JAADZVTITLYHESIOTRIHBET HEIICTEET IRENHYET,

6.5 ERIL—2DIL—IL
BRIL—2lE. ULTOIL—ILIZR-S>TEHTIVNENHY £,

6.5.1 VDD_DDR (LPDDR2/3 ®i5& & VDD_DDR2) ER L —V

26/29

hlE, LAY 3O—HELBBRIL—UTRIFNELRY TR A,

AVE—FORADTEHRERITD=HIZ. COBRITL—2UIERTEIZHD TR TH DDR3I/3L

(LPDDR2/3) /N8 —VIZELZHENHYET,

VDD_DDR ER 7L —>® VDD_DDR &R, STM32MP1 L )—X, BLUBAEY TN R

~DEFIE. BROET7TITSBRENHY FT,

BEOTHAY TV T L—ILEZEBRTIVENBYET,

- N aAVTFUYEBELFAL—FE.STMA2MP1 L —XBLUAEYTFNARED
BICRET 2RENHY FT,

- HFThyTUrGarToHik. €93y 58 THEALLEERKEASA VEFIav0ifR
12> T, REFEECLVDTESEHECICEBETAVENHYET,

3

AN5122 Rev 1 [English Rev 3]




AN5122

AEYDLAT I FIL—IL

6.5.2

3

VITERIL—2DIL—IL

VITERIX. 254/131- RO EFEHATADDRIBLA VA2 T —XATOHEREINET,
e VITHRIREREIX. BRERLGIVELHYET,

e« VDD_DDR O#l#) (DDR fEiBICER B LA ¥ 3 D—#H LB TL—) I2KY  VIT LA 7 hik
RTFEBTT7ASVRFELTEBTIIRENHYET, B 16 EBBLTLIESLY,

e VITLFal—4I%, RTTRIGOEL IZERET ZLENHY FT,

e HFaVTUH 1{@E%. 2 20 RTT #HIGERAICERL., TESLEITELICERET 2REND
YxEd,

o NLYAVTIUHE VITLF2AL— 2 LBRIHOBOEZICTERETEET,
s JBORM—VZEEBTHEHIC, VIT7A S FORBR+AGRREEFTESLY,

B16. VITERIL—2DF7ASVEDODLL4T I+

AN5122 Rev 1 [English Rev 3] 27/29




oS i R FEE

AN5122

R hi P& FEE

= 2. XEXREE
B4 ] EERE
2018 &£ 1 A 31 H 1 MR FEAT
B
-STM32MP15 ¥ 1y —X % STM32MP1 ') — X TE&Ef:
201942818 2 T

-T—4, TRLAR, BLUFHIEESDIL—ILIZDWNT, £
23avel. Y3 r62, BLUEI IV 63 EEH

20194%2A6H

B
-STPMU1 % STPMIC TE#

£ 3. BAFEMRCE WREE

Bt

&R

EERE

2022 %6 A

1

BAGENR #RRRAT

28/29

AN5122 Rev 1 [English Rev 3]

3




AN5122

EEGBALE (K{BHEATEL)

STMicroelectronics NV 8 &K UZDFRL (LT, ST) (&, STHRERUAZEONERZVWOTHLFELCER, BE. RE. AERUVHEBR
THEFZBRLET, BASNDIAIE, HIACSTRRICET IRFOBEFRELTAFLTLIEZSN, STRHRE, FENFEERTH
ATHDEST ORFEEEIZH > TRFTEINET,

STREDERGVITERICOVTIIEBASALZANLTHOEREEESLDNELET BASALIFOHR EDBELHREICBAL TST IZ—
TnEREAVERA,

HRRIFRREBHT., STRAEICSVTLA L LMMUMEEDEBIELHFERLEE A,

AETHASA TV SBEHREFERLG IR TSTHARIERESNEE., TOEMITOVTSTAEZR VN BRI EHEBYES,

ST $ & UST B JIESTMicroelectronics DEIZET T, STOBFEIZIZDWVTIESTY = TH A b % T8 2 &L, www.st.com/trademarks
FOMOERFLEY—ERDEIIL. ThEhOREEICRELET.

FEQERIFEDOUADN—C 3 TRESAETORRICELEL. ChIThHBHEOTY,

ZDEFIL. STMicroelectronics NV i N ZDFRM(UTST)AEXTRBLZEH (UT. IEREZBREH) . KO TEBED—
BE LTIELCOIZSTYAV0ILY FOZ) AN EXD SFMXAFRLTERLEZEDTT, COBERITBETOEREEBREH DI
BOEHFIZHE L TOWEWNMEERHY FT., COBHIE. HFTHEHREBREH # CHEBEL OOHPIMSEEHOACZFAT
TV, COBHTHASNIEZOCRFARVIERABIZHEVELTIE. BFRFOEREEREMEZEMHRAT S, STRUSTY
A48T A=Y RABIE. BOTOEREZERENOEHICKVEARICET IEHOBEREZRBL TV BIICLEHLLT. HBEEERE
IR LEEHAE IR TV ENIDEHOBRICE SV THRE LE-MECEELEICOEELTRNMALIEEFLEAVERA,

© 2022 STMicroelectronics - All rights reserved

3

AN5122 Rev 1 [English Rev 3] 29/29




	1 設計インタフェースの制約
	2 メモリアーキテクチャのオプション
	2.1 32 ビット DDR3/DDR3L インタフェース
	2.2 16 ビット DDR3/DDR3L インタフェース
	2.3 32 ビット LPDDR2/LPDDR3 インタフェース
	2.4 16 ビット LPDDR2/LPDDR3 インタフェース

	3 DDR3/DDR3L 回路図の実装
	3.1 標準のフライバイ･トポロジ
	3.2 コストが最適化されたポイントツーポイント･トポロジ
	3.3 その他の信号
	3.4 電源および基準電圧

	4 LPDDR2/LPDDR3 回路図の実装
	4.1 ポイントツーポイント･トポロジ
	4.2 その他の信号
	4.3 電源および基準電圧

	5 PCB 設計の考慮事項
	5.1 パターン分離距離
	5.2 等長化
	5.3 インピーダンス
	5.4 4 層基板の層割り当て
	5.5 VDD_DDR の電源プレーン仕様
	5.6 層変更コンデンサ
	5.7 デカップリングコンデンサの種類
	5.8 デカップリングコンデンサの HF コンデンサによる接続インダク タンスの最小化
	5.8.1 コンデンサの最上層への配置
	5.8.2 コンデンサの最下層への配置


	6 メモリのレイアウトルール
	6.1 32 ビットメモリインタフェースのデータ信号ルール
	6.2 16 ビットメモリインタフェースのデータ信号ルール
	6.3 アドレスおよび制御（A/C）信号のルール
	6.4 ZQ 信号
	6.5 電源プレーンのルール
	6.5.1 VDD_DDR（LPDDR2/3 の場合は VDD_DDR2）電源プレーン
	6.5.2 VTT 電源プレーンのルール


	改版履歴

